



Power controller for the senior car drive system 
Development of a teaching material for“Exercises for Creation and Invention “ 
恩田 一本 土肥 稔*
Hajime ONDA Minoru DOHI 
Abstract: A new type of electric power controller is applied， modified and tested for newly starting curriculum 
“Exercises for Creation and lnvention" . The power controller is a reasonable model kit and modified to 
increase output power. This paper describes the features of the controller and the way of modifシing it. In order 
to increase output， powerMOSFET is used in parallel and surge killer circuit is added for the security against 
switching noises. Key word; power controller ， power MOSFET， duty factor con汀01， DC motor 
1. はじめに メーカ; マイコンキットドットコム
型 式; 聞く 507
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(裏面) とシルク図 (表面) を図2に示す.
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なお， 本回路を動作させるに必要な電源、は制御用 ( 5"-'
15V) とパワー用 ( Max.48V) を外部から供給する. 両方と
も12V程度の電圧で共用する場合は “LKl" のジャンパ一
線を短絡して使用する. 出力増大のために高電圧を利用す





-電圧 2 4V 
-出力 360W 
-電流 15A 
Vo1.20， 2 0 1 2 












































図 4上の写真で， パワーMOSFET は同一放熱器に背中合
わせで取り付けられている. この時， 3つある端子の両側




なく， 前段の1C556 から抵抗20 を介して別々に駆動す
る方式とした (付録回路図参照) . 
フライホイーノレダPイオードD1 は， そのリード線をパタ
ーンの強化と放熱機能両方を兼ねて写真のように利用し








来るだけ簡単 (安価) にすることを念頭に， 3端子レギュ
レータ1C を利用する方法を採用した，
パワー電源電圧は24Vで12Vの信号用電源に降圧するた
めに， 1C2412 を利用する. その使用方法と端子機能を図
5に示す. 端子1に 24V 電圧を入力し， 端子 3 から 12V


























れる電流波形， 下段はパワ MーOSFET のドレイン ・ ソース
端子間電圧である. ほぼ理論通りの波形を示している 電
流のピーク値は 8A であり， この時の直流電源からの電流
平均 値は2A であった. スイッチングに伴うドレイン電圧
のピーク値は4 5V 程度で， パワーMOSFET1RF 530N の最大
定格100V以下であり， フライホイールダ、イオードとサー
ジキラーの効果が発揮されている事が判る.





















く走行できた. 平地走行ではバッテリー電流は 3� 4 A，




Vo1.20， 2 0 1 2 
たが， テニスコートへの坂道登坂後は 4 00Cであった. こ









M OSFET の冷却が十分でないことが判明した. そこで現状
放熱器での動作性能限界と冷却の改善方法について検討
する.
熱源P (w) を熱抵抗 R'h (OC/ W)の放熱器で冷却した場
合の温度上昇LlTは( 1)式で表される.
Ll T= p. R'h (OC) ( 1) 
ここで，P はパワ Mー OSFETの損失でほとんどがオン損失と
考えられ， パワ MーOSFETを流れる平均電流をI配とすると
( 2)式で示される.
P=I/)/ XRos (叩) ( 2) 
ここで Ros (叩)はパワ Mー OSFETのオン抵抗( ドレイン・
ソース間) で， カタログ値は 0.1 ( 0) であるが， ここで
は並列駆動のため， 合成抵抗値はその1/ 2 になる.
平均電流を10( A)とすると温度上昇は(3)式になる.
P= 10 2 X O. 1/ 2 = 5. 0 ( W) 
LlT=PXR'h=5.0X10=50 (OC) ( 3) 
ここで， 熱抵抗 Rthの値は現在使用されている放熱器の
カタログ f直( 10 oC/ W) で、ある.







は最大30 度となり， (3)式より許容損失は3( W)となる.
従って，
f庇2く 3.0/ Ros (on) =3.0/ ( 0.1/ 2) = 60 (4 ) 












て検討する. (2)式より， 平均電流 1 0(A)の時のパワー
MOSFETの損失は 5 (W) であるので， 必要な熱抵抗の大き
さは下記である.
R'hくL]T/P=30/ 5.0= 6. 0 (5) 
即ち， 熱抵抗が 6.0(OC/W)以下の放熱器を使用する必要
がある. 現状の放熱器は熱抵抗が 10CC/W)であり， これ





ものに変更する方法がある. 現行の IRF530N も 0.1(0) 
と低い方であるが， 例えば2SK2 512 はRDS (00)が 0.02(0)
である. このパワーMOSFE T はもともとスズ キ製セニアカ
ーのドライパーに使用されていたもの (基板は AS T I製)
で， 低電圧(60V)， 大電流 (45A) 用である. これを2 個
並列で使用すれば， (3)式より p= 1 (W)， L]T= 10 oC 
となり， 温度上昇を 10"C程度に抑制でき， 真夏での素子
温度を 500C以下には出来る可能性がある. ただし，




















MK507 キット; @2， 110 
追加部品
①ダイオード P600B; @30 
②パワーMOSFETIRF530N ; @100 
③サージキラー用コンデンサ Cs; @1l0 
④サージキラー用 抵抗 Rs; @20 
⑤3端子レギュレータIC;@100















3) IR社; IRF530N データシート
4) Vishay G官neral Semiconductor社;P600Aデータシート
5) NEC 2SK2512 データシート
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